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	1  产品概述
	2  ZZKK情况
	LYCS31P100型大功率P沟道场效应晶体管为我单位自主研发产品，其关键原材料和零部件、设计开发、
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	7特性曲线
	由于国产芯片的离散性，以下曲线仅供参考，具体使用以实际情况为准。
	图1  转移特性曲线
	图2  体二极管特性曲线
	图3  RDS(on)-TJ特性曲线
	图4  电容曲线
	7.5 ID=19A时，不同VDS下，Qg随VGS的变化曲线
	图5   特性曲线
	9  典型应用
	图8  典型开关电路

	10  注意事项
	产品手册将不定期更新，请用户务必在使用我单位产品前通过官方渠道获取产品手册的最新版本，对产品手册有疑
	10.1 降额设计
	10.2 产品使用和防护 
	10.3 产品焊接 
	10.4 产品贮存 

	10.5 引线成型
	TO-254封装产品引线属于刚性引线，弯腿使用存在一定的风险，禁止弯腿使用。

	11  可能的失效模式
	12  生产厂信息



